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Roseni se tyka vykonové polovodido-
vé soucdstky, obsahujici v destidce yjcho-
ziho polovodidového materidlu alespon
t#1 polovodidové Vrstvy st¥idavé opadného
typu elektrické vodivosti. Ve sméru kol-
mém k povrchu desky jsou vytvoreny zahlo-
ubené dasti strukbtury s v&t3i hloubkou
nez:je Sifka emitorové vrstvy s elektric-
kou vodivosti typu n, zasahujici do ba-
zové vrstvy p-typu elektrické vodivosti,
pricdemZ rozhrani mezi emitorovou a béazo- )
vou vrstvou je kryto na povrchu pasivad- N~
ni vrstvou nap¥iklad oxidu. Podstata vy- !
ndlezu gpodiva v tom, Ze bazova vrstva
p-typu elektrické vodivosti obsahuje v
mistech pfilehlych k povrchu zahloube~
nych Eagti strukbtury a piilehlych k
rozhrani s emitorovou vrstvou oblasti,
jejichZ $i¥ka ve smdru rovaobdiném s »
povrchem desky je v&tSi neZ Sirka pagi=- :
vaini vrstvy a ve kterych je koncentrace \“:\\\\
elektricky aktivnich prim&si p-typu elek— s
trické vodivosti vyssi neZ koncentrace
elektricky aktivnich pfimgsi p-typu elek-—
trické vodivosti v dastech bazové vrstvy
pfilehlych k témto oblastem a klesd ve
sméru rovnobéZném s povrchem desky od
povrchu zahloubenych ¢asti smérem do ob-
jemu strukturyw

248 539



248 539

Vynélez se tykd vykonové polovodidové souldstky s vertiksalné
3lendnou strukturou, obsahujici v destidce v¥choziho polovodilo=
vého materidlu alespon t¥i polovodidové vrstvy st¥idavé opadného
typu elektrické vodivosti, pricdemZ z jedné strany desticky prilé=
hid k jejimu povrchu emitorova polovedicovd vrstva n-typu elektrice
ké vodivosti a z této strany je vytvo¥eno ve sméru kolmém»k povrchu
desky tzv, vertikdlni dlenéni tak, Ze zahloubené Zdsti struktury
maji vétS8i hloubku nez je Si¥ka emitorové vrstvy ve sméru kolmém
k povrchu desky a zasahuji aZ do bdzové vrstvy p=typu elektrické
vodivosti pfiiehlé k emitorové vrstvé, K ¢dsti povrchu recené
bdzové vrstvy pFiléhd v zahloubené Cdsti struktury Fidici bdzovy
kontakt, k povrchu emitorové vrstvy p¥iléhd prvni hlawni kontakt
pro vedeni proudu a k polovodilové vrstvé na opaléné strané desky
pFiléhd druhy hlawni kontakt, Rozhrani mezi emitorovou a bdzovou
vrstvou je kryto na povrchu v mistech zahloubeni pasivadni vrst=
vou nap¥, oxidue '

Pomér koncentraci elektricky aktivnich p¥imési n,typu
elektrické veodivosti v emitorové vrstvé a elektricky aktivnich
p¥imési p=typu elektrické vodivosti v p¥ilehlé bAzové vrstvé je
dileZitym konstrukénim parametrem souddstek vySe popsaného typu,
ktery vyrazné ovliwvnuje injekéni d&innost emitorovéhe p¥echodu a
tim i chovéni souddstek v propustném stavu a v dynamickjch rezie
mech, Pro dosazeni vysoké Urovné téchto parametrd se u souddstek
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znémého provedeni voli koncentrace v bhAzové vrstvé obvykle alegse
pon o 1,5 #4du ni¥¥{ neZ koncentrace v emitoru, B souddstek s
vertikdlné &lenénou strukturou zpliscbuje relativné nizksd koncen
trace p¥imési p-typu elektrické vodivosti v pwbdzi p¥ilehlé k
povrchu zahloubenych &dsti struktury sniZeni Géinnosti #idiciho
signdlu privddéného na ¥idici bAzovy kontakt piFilehly k této
vrstvd, Tento jev md za ndsledek zpomaleni rozdi¥ovdni sepnutéhe
stavu, zv143t& u souldstek s vicestupnovym kaskddnim spindnim

a dlouhym rozhranim emitoru a béze p¥i malych strmostech nérlistu
zaté%ovaciho proudu, pokles zesileni u vykonovych spinacich
tranzistord, zvladté v zapojeni typu Darlington apod, Popsany jev
se vyrazné uplatnuje zejména u souddstek s vertikdlné &lenénou
strukturou, kde je rozhrani mezi emitorovou vrstvou a p¥ilehlou
bdzovou vrstvou v mistech zahloubeni kryte pasivadni vrstvou nap¥,.
oxidu,

Konstrukce vykonové polovodidové souldstky s vertikdlné Clee
nénou strukturou podle vydlezu edstra-nuje uvedené nevyhody a ¥eSi
dany problém tak, Ze bdzova vrstva p-typu elektrické vodivosti
obsahuje v mistech pFilehlych k povrchu zahloubenych Cdsti struk-
tury a p¥ilehlych k rozhrani s emitorovou vrstvou oblasti, jejichZ
§1i¥ka ve sméru rovnobéiZném s povrchem desky je vétSi neZ Sifka
pasivaéni vrstvy a ve kiterych je koncentrace elektricky aktivnich
pPimési p=typu vyS3i ne? koncntrace pFimési p=typu elektrické vo=
divosti v Cdstech bdzové vrstvy pFilehlych k témto oblastem a klew
sd ve sméru rovnobd%ném s povrchem desky od povrchu zahloubenych
Cdsti smérem do objemu struktury. V tenkych vrstvdch pebdze
pFilehlych k povrchu zahloubené Cdstl struktury je zvySensd koncene
trace elektricky aktivnich pFimési a to nejvice u povrchu zahloue
beni, kde vodivost by mohla byt jeSté kompenzovdna aZ pYekompenzoe
véne k opacnému typu elektrické vodivosti nédboji , které se mohou
tvorit v prilehlé pasivalni vrstvé, Smérem do objemu souldstky pak
koncentrace elektricky aktivnich pFimési p=typu elektrické vodi=
vosti na rozhreni bdze a prilehlého emitoru rychle kledd, dimZ zise
t4vd na vétdiné plochy emitoru zachovanid vysokd injekéni G8innost,
Timto zpisobem se u souddstky dossihne soudasné vysoké GSinnosti
¥idiciho signdlu a zlepSeni spinacich charakteristik, resp, zvysSeni
zesileni, i vysoké Urowmé propustnych vliastnosti,

Dva p¥iklady vykanovych polovodilovych souldstek s vertiksdle

né clenénou strukturou pedle vyndlezu jsou na pF¥iloZeném vjkresu7
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kde na obr, 1 je schematicky zndzorndna 4st struktury bipolire
niho vykonového spinaciho tranzistoru v Fezu kolmém k povrchu
desky & na obr, 2 je rovnéz v Fezu ¢dst struktury tyristoru
urdeného pro préci p#i vyssich frekvencich,
“"Na obre 1 jsou t¥i polovodicové vrstvy st¥idavé opacného typu
elektrické vodivosti nep-n 1, 3, 6, vertikdlné zahloubené &Edsti
struktury 2 o hloubce vét3f neZ Si¥ka emitorové vrsivy 1, zasa=
hujici do p¥ilehlé bézové vrstvy 3, ke které p¥iléhd v mistech
zahloubeni #idici bdzovy kontakt 4. K emitorové vrstvé 1 priléha
prvni hlavni kontakt 5 pro vedeni proudu a k polovodidové vrstvé
6 na opadné strané destifky p¥iléhd druhy hlawni kontakt T,
Rozhrani mezi emitorovou wrstvou 1 a bdzovou vrstvou 3 je v mise
tech zahloubeni kryto pasivadni vrsivou 8, V bdzové vrstvé 3
jsou v mistech p¥ilehlych k povrchu zahloubené casti struktury a
k rozhrani s emitorovou vrstvou 1 vyznaleny telkované eblasti 9
o Si¥ce vét8i neZ je 8iY¥ka pasivacni vrstvy 8, ve kterych je kone
centrace aktivwnich pFfimési p=typu elektrické vodivosti vy$3i neZ
v édstech bdzové vrstvy 3, pFilehlych k oblastem 9 a klesd ve smé-
ru rovnobézném s povrchem desky od povrchu zahloubenych ¢édsti 2,
tje téZ od rozhrani s pasivadéni vrstvou 8, smérem do objemu struk-
tury.
Struktura na obr, 2 ocbsahuje ctyrl polovodicové vrstvy 1 2y 10 ,
6 st¥idavé opacného typu elektrické vodiveosti nep-n-p,
Znadeni jednotlivych dsti struktury /s vyjimkou vrstvy 10/ je
stejné jako u obr. 1,

Vyndlez se uplatni p¥i vyrobé vykonovych polovodicovych
soucdstek s vertikdlné célenénou strukturou, urcenych zejména pro
prédce p¥i vysSSich frekvencich, jako st¥edofrekvenlnich tyristora,
zpétné propustnych tyristord, vykonovych spinacich tranzistorid
apod,



Predmét1t vynidleszu

. 248 538
Vykonova polovodicovd souldstka obsahujici v destidce vychozihe
polovodidového materidlu alespon t#i polovodidové vrstvy stiie
dav8 opalného typu elektrické vodivosti, prifemZ z jedné stirany
desticky p¥iléhad k jejimu povrchu emitorovd polovodidovd vrstva
n=-typu elektrické vodivosti a z této strany je vytvofeno ve smée
ru kolmém k povrchu desky tzv. vertikdlni &lenéni tak, Ze zahlouw
bené Cdsti struktury maji vét3i hloubku neZ je»éifka emitorové
vrstvy ve sméru kolmém k povrchu desky a zasahuji aZ do bdzové
vrstvy p=typu elektrické vodivosti p¥ilehlé k emitorové vretvd,
pFidem? k &dsti povrchu bdzové vrstvy pFiléhd v zahloubené Sdse=
ti struktury ¥idici bdzovy kontakt, k Cdsti povrchu emitorové
vrstvy p¥iléhd prvni hlavni kontakt pro vedeni proudu a k polovo=
dicové vrstvé umisténé na opaldné strané destidky pei emitorovd
vretva, priléhd druhy hlavni kentakt pro vedeni proudu a ddle
rozhrani mezi emitorovou vrstvou a bézovou vrstvou je kryto na
povrchu v mistech zahloubeni pasivadéni vrstvou nap¥, exidu,
vyznadcensd tim , Ze bdzovd vrstva p=typu elektrické
vodivosti obsahuje v mistech pfilehlych k povrchu zahloubenych
Sdsti strukthry a prilehlych k rozhrani s emitorovou vrstvou
oblastl, jejichZ Sifka ve sméru rovnobéZném s povrchem desky je
vét31 neZ Si¥ka pasivadni vrstvy a ve kterjch je koncentrace
elektricky aktivnich primé€si p-typu elektrické vodivosti vy3si
'neZ koncentrace elektricky akvivnich p¥imési p=-typu elektrické
vodivosti v ddstech bdzové vrstvy pFilehl¥ch k témto oblastem a
klesd ve sméru rovnobéZném s povrchem desky od povrchu zahlou=
benych Cdsti smérem do objemu struktury,

1 vykres
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